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Die folgenden Angaban sind dan vom Anmaldar aingaraichtan Untarlagan antnomman 

Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gesteitt 

<g) Halbleitervorrichtung und Verfahren zu deren Herstellung 

(§) Erne Halterunjg (2) ist auf einer Schaltplatte (1) befe- 
stigi, urn darauf einen Diodenchjp (3) zu haltern. Eine 
Mehrzahl von FuQen (7, 12), die in der Halterung (2) aus- 
gebildet sind, sind mit einer Elektrode (4) auf der Schalt- 
platte (1) in Kontakt, um wenigstens eine Eindellung (14) 
zu bilden. Die Halterung (2) weist auch eine geneigte 
Oberflache (8) auf, die am Umfang ausgebildet ist, wel- 
cher der Elektrode (4) gegenuberliegt. Lotzinn (9) wird in 
die Eindellung (14) zwischen den FuBen (7, 12) und in den 
sich erweiternden Bereich zwischen der Schaltplatte (1) 
und der geneigten Oberflache (8) der Halterung (2) gefullt, 
um ein Abblattem Oder ein Losen der Halterung von der 
Elektrode (4) zu verhindern. 
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1 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifift eine Halbleitervorrichtung insbe- 
sondere deijenigen Art, welche eine Halterung aufweist, die 
auf einer Schaltplatte befestigt isu um ein Halbleiterelement 5 
auf der Halterung zu tragen. 

Eine bekannte Halbieitorvoirichtung weist eine Schalt- 
platte auf, auf welcher eine aus Kupfer bestehende Halte* 
rung befestigt ist, um ein Halbleiierelerarat zu tragen. Die 
Halterung hat die Wirkung, die vom Halbleiterelement beim lO 
Betrieb erzeugte Warme nach auBen abzustrahlen, um die 
elektrische Stromkapazitat zu erfadhen. 

Bei dieser Halterung besteht jedoch die Tendenz, dafi sie 
auf der Schaltplatte aufgrund einer unregelmafiigen Menge 
an Botmetall zwischen einer ebenen Flache der Halterung 15 
und der Schaltplatte schrag befestigt wird. Zusatzlich ist es 
sehr schwiaig, die Halterung auf der Schaltplatte in einer 
cxakt aufrccht stchcndcn Lagc mit glcichformigcr Dickc dcs 
Ldtmetalls uber die gesamte ebene Rache der Halterung zu 
befesdgen. Dariiber hinaus ist es auch prakusch unmogllch, 20 
eine Vielzahl von Halterungen auf der Schaltplattemit kon- 
stanter Dicke des Ldtmetalls fur ein gleiches Niveau festzu- 
Idten, obwohl die Halterungra auf der Schaltplatte korrekt 
in der aufrecht stehenden Lage befestigt sind. 

In deru Fall, dafi die Halterung auf der Schaltplatte in ei- 25 
ner schrSgen Stellung befestigt wird, kann ein Halbleiterele- 
ment nicht koirekt aiif der Halterung befestigt weiden, und 
die Enden von durmen Drahten konnen nicht an den Elektro- 
den des Halbleiterelements angeschlossen werden, was eine 
fehlerhafte oder nicht vorhandene Verbindung der diinnen 30 
Drahte zur Folge hat Weiterhin venirsacbt eine ungleichma- 
Bige Oder nicht ausreichende Dicke des Lotmetalls unkor- 
rekte elektrische Eigenschaften oder eine Verschlechterung 
der Halbleitervorrichtung in einem Umgebungstest, wie bei- 
spielsweise einein strengen thermischen Ibst oder thermi- ^5 
sch^ Ermudungstest, und manchmal eigeben sich aiis der 
schrSgen Befestigung der Halterung gewisse Robleme bei 
der Herstellung der Halbleitervorrichtung. 

Ein Ziel der Erfindung besteht darin, eine Halbleitervor- 
richtung zu schaffen, mit der dne schiefe Befestigung einer 40 
Halterung auf einer Schal^latte verhindert werden kann. 
Ein weiteres Ziel der &findung besteht darin, eine Halblei- 
tervorrichtung zu schafien, bei welcher eine Halterung auf 
sichere Weise auf einer Schaltplatte korrekt in der aufrechts- 
tehenden Lage befestigt ist. 45 

Die Halbleitervorrichtung gemafi der Erfindung weist ei- 
nen IVager, eine Halterung, die auf dem IVager mittels Lot- 
metall befestigt ist, und ein Halbleiterelement auf, das auf 
der Halterung befestigt ist Die Halterung weist wenigstens 
eine geneigte, am Umfang ausgebildete Oberfiache auf, die SO 
zum TVager bin gerichtet ist, sowie eine \^elzahl von FuBen. 
die innerhalb der geneigten Oberfiache ausgebildet sind, um 
wenigstens eine Eindellung (Vertiefung) zwischen den Fu- 
Ben zu bilden. Die geneigte Ob^ache diveigiert weg vom 
lYager, und die FiiSe sind mit dem Trager in Kontakt Das 5S 
Ldtmetall ist in einem zwischen dem IVSger und der Halte- 
rung vorgesehenen Zwischenraum angeordnet der die Ein- 
dellung und einen sich erweitemden Bereich zwischen dem 
Trager und der geneigten ObeiflSche der Halterung umfafit 

In einer Ausfiihrungsform der Erfindung weist die Halte- 60 
nmg eine im wesentlichen rechtwinkelige Form auf, um vier 
geneigte Oberflachen zu bildoi, und die FuBe bilden eine 
kreuzformige Eindellung, die sich von jeder geneigten 
Oberfiache nach innen erstreckt Die FiiBe sind als SSulen 
odor langlichc Vorspriingc ausgebildet, die voncinandcr gc- 65 
trermt sind und von der Halterung vorstehen. Der TVager 
umfaBt eine Schaltplatte, auf der wenigstens eine Elektiode 
und ein Schaltungsldter ausgebildet sind, um dne elektri- 



sche Verbindung zu schaffen. 

Das Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung gemaB der &findung umfaBt die folgenden Schritte: 
Schaffen einer Halterung mit einer Viel/Ahl von integral 
ausgebildeten FiiBen und wenigstens einer geneigten Ober- 
fiache, die am Umfang ausgebildet ist; Stapeln einer adhasi- 
\en L5tpaste, der Halterung, einer adhasiven LdQ>aste und 
eines Halbleiterchips der Reihe nach auf dner Elektrode, die 
auf einem TYager ausgebildet ist, um eine Unterbaugruppe 
zu bilden; und Erwarmen der Unterbaugruppe, um die Lot- 
pasten emeut zu schmelzen und diese anschlieBend zur voll* 
standigen Hxierung abzukiihlen, um die Halterung und den 
Halbleiterchip auf dem Trager gleichzeitig zu befestigen. Im 
Lotmetall erzeugtes Gas wild wahrmd des Erwarmungspro- 
zesses durch wenigstens eine Vertiefung, die zwischen den 
FiiBen und der geneigten Ob^ache ausgebildet ist, aus 
dem Ldtmetall freigegeben, wodurch der HnschluB von 
Blascn verhindert wird. 

Die in der Halterung vorgesehraen Ffifie verhindem eine 
schiefe Befesdgung der Halterung auf dem Trag^ mit einer 
im wesentlichen gleichformigen Dicke des Lotmetalls zwi- 
schen dem Imager und der Halterung. Zusatzlich wird die 
Halterung auf dem IVager fest durch das Lotmetall befestigt, 
das in die Eindellung zwischen den FiiBen und in den sich 
erweitemden Bereich zwischen dem IVager und der gcmeig- 
ten OberfiSche der Halterung geflillt wild, um ein Abblfit- 
tern oder Losen der Halterung vom IVSger zu verhindem, 
wenn die Halbldtervorrichtung unt^ dner sich stark veran- 
demden Umgebungstemperatur verwendet wird. Hieraus 
folgt, dafi die Halbleitervorrichtung wahrend einer langen 
Dauer gute elektrische Eigenschaften aufrecht erhalten und 
den Produktionsertrag verbessem kaim. Eine ^elzahl von 
voneinander getrennten FiiBen schafiPt eine stabile Befesti- 
gung der Halterung und verhindert eine schiefe Stellung . 
derselben, da im Lotmetall erzeugtes Gas durch die Eindel- 
lung hinduich aus dem L5tmetall freigegeben wild, wp- 
duich das Einfangen von Blasen vertiindert und die Lotfe- 
stigkeit erhdht wild. 

Die vorstehenden sowie weitere Ziele der Erfindung eige- 
ben sich aus der folgenden detaillieiten Beschreibung und 
den AnsprUchen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen 
beispielshaft naher erlautert. In diesen zeigen: 

Fig. 1 eine Teilsdinittdarstellung dner Ausfiihrungsform 
der erfindungsgemaBen Halbleitervorrichtung, 

Fig. 2 eine Teildraufsicht der Halbldtervoirichtung, 
fig. 3 eine Sdtenansicht einer Halterung, die in der in 
Fig. 1 gezdgten Halbldtervorricfatung verwendet wird, 
F^. 4 eine Bodenansicht der Halterung, 
Fig. 5 eine Teilschnittdarstelluhg eiiier zweiten Ausfuh- 
rungsform der Halbleitervorrichtung gemaB der Erfindung, 
Fig. 6 eine Seitenansicht der Halterung, die in der in Fig. 
5 gezdgten zweiten Ausfiihrungsform verwradet wird, und 
F^. 7 eine Bodenansicht der Halterung, die in der in F^* 
5 gezeigten zwdten Ausfiihningsform verwendet wird. 

Die Fig. 1 bis 4 zeigen eine erste AusfUhnmgsform der 
Halbldtorvorrichtung gem^ der Erfindung. lA^e in Fig. 1 
gezeigt, umfafit die Halbleitervorrichtung eine Schaltplatte 
1, um einen lYdger aus Keranuk, wie bdspielswdse Alumi- 
niimioxid (AI2O3) zu bilden, eine Haltmmg 2, die auf der 
Schaltplatte 1 befestigt ist, imd dnen Diodenchip 3 aus Sili- 
zium (Si) als Halbleiterelement Obwohl nicht gezdgt, um- 
faBt die Halterung 2 eine Basis aus Kupfer und eine metalli- 
sche Beschichmng, die auf der Basis ausgebildet isL Die 
mctallischc Bcschicbtung besteht aus cincr crstcn Bcschich- 
tungslage aus Nickel (Ni), die aiif der Basis ausgebildet ist, 
und einer zwdtm Beschichtungslage aus Silber (Ag), die 
auf d^ erstCT Lage ausgebildet ist 
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Wie in den Fig. 1 und 2 gezeigt, sind eine Elekirode (An- 
schluBflache) 4 und ein mit der Elektrode 4 verbundener 
Schaltungsleiter 5 auf einer Hauptflache la der Schaltplatte 
1 angeordnet Die Klektrode 4 hat eine im wesentHchen 
rechtwinkelige Form, die ahnlich zur Fonn der Halterung 2 
ist, urn die Halterung 2 auf der Elektrode 4 vorzugsweise zu 
veikleben. 

Wie in den Fig* 3 und 4 gezeigt, um^t die Halterung 2 
einen plattenf^rmigen HauptkOrper 6 und vier s^ulenartige 
FuBe 7. Eine geneigte Oberflache 8 ist am zur Schleife ge- 
stalteten Umfang einer ersten Hauptflache 6a des Hauptkor- 
pers 6 ausgebildet, welche zur vSchaltplatte 1 bin gerichtet 
ist Die geneigte Oberflache 8 divergiert weg von der Schalt- 
platte 1, um einen erweiterten Bereich 13 zwischen der 
Schaltplatte 1 und dor geneigten Ob«ilache 8 des Hauptkor- 
pers 6 zu bilden. Bei dieser AusfQhrungsfonn weist die ge- 
neigte OberflMche 8 eine Gewdlbeform mit einem gewissen 
Knimmungsradius auf. Vicr FiiBc 7 sind in der Nachbar- 
schaft von vier Ecken 6b und genngfugig innerhalb der ge- 
neigten Oberflache 8 ausgebildet, um eine kreuzende £in- 
dellung 14 zwischen den Fiifien 7 zu bilden, von denen alle 
im wesentlichen dieselbe Langenerstreckung von der ersten 
Hauptflache 6a aus haben. Zwei Ecken 6b der Halterung 2, 
die in Fig. 2 mit einer gestiichelten Linie gezeigt sind, sind 
mil dem Schaltungsleiler 5 verbunden. Bei dieser AusRih- 
rungsform ist ein Oberfiacbenbeieich der Elektrode 4 ge- 
ringfUgig gr&Ber als ein ebenea: Bereich der Halterung 2. Am 
Umfang der zweiten Hauptflache 6c ist keine geneigte Ober- 
flache vorgesehen. 

Die erste Hauptflache 6a der Halterung 2 ist an der Elek- 
trode 4 der Schaltplatte 1 mittels Ldtzinn 9 als LoUnetall be- 
fesdgt, das in die Eindellung 14 und den sich erweitemden 
Bereich 13 eingefiillt wird. Da jede Bodenflache 7a der FuBe 
7 mit der Elektrode 4 in Kontakt gebracht wird, kann die 
Halterung 2 aufgrund der gleichen Langenausdehnung d^ 
vier FuBe 7 auf der Elektrode 4 derart befestigt werden, dafi 
die erste Hauptflache 6a des Hauptkorpers 6 im wesentli- 
chen parallel zur Oberflache der Elektrode 4 gehalten wild. 
Das Ldtzinn 9 ist voUstandig in einen den sich erweitemden 
Bereich 13 und die Eindellung 14 umfassenden Zwischen- 
raum eingefullt, der zwischen der Halterung 2 und der Elek- 
trode 4 ausgebildet ist, um die erste Hauptflache 6a des 
Hauptkorpers 6, die Seitenwande der FiiBe 7, die geneigten 
Oberflachen 8 und die Oberflache der Elektrode 4 zu verbin- 
den. Das Lotzinn 9 wird iiber die gesamte Oberflache der 
Elektrode 4 und einen Teil des Schaltungsleiters 5 v^eilt 
Da der Oberflachenbereich der Elektrode 4 geringftlgig gro^ 
fier als dn ebener Bereich des Hauptkorpers 6 ist, weist die 
Aufienflache des Ldtzirms 9 eine inverse IHchterform auf, 
die zur Elektrode 4 hin divergiert. 

Auf einer zweiten Hauptflache 6c des Hauptkorpers 6 ist 
mittels Ldtzinn 10 ein Diodenchip 3 befestigt Bei dieser 
Ausfiihrungsform wird ein bekanntes Aufschmelzlotverfah- 
ren verwendet, um Ldtzinn 9 bzw. 10 zwischen der Halte- 
rung 2 und der Elektrode 4 und zwischen der Halterung 2 
und dem Diodenchip 3 aufzubringen. Im einzelnen wird 
eine Unteibaugruppe hergestellt, indem auf der Hekuode 4 
der Reihe nach eine adhasive Lotpaste, die Halterung 2, die 
adhasive Lotpaste und der Diodenchip 3 gestapelt werden. 
Die Unterbaugruppe wird durch eine Warmeeinrichtung 
Oder einen Ofen transportiert, um die Lotpasten emeut zu 
schmelzen, und anschlieBend werden die Lotpasten zum 
voUstandigen Fixieren abgekuhlt, um die Halterung 2 und 
den Diodenchip 3 auf der Elektrode 4 gleichzeidg zu befe- 
stigcn. Ein andcrcs Bcfcsdgungsvcrfahrcn kann fur cine dcr- 
artige Unterbaugruppe angewendet werden. 

Diese erfindungsgemaBe Ausfuhrungsform kann die fol- 
genden lA^rkungen erzeugen: 



1. Die FtlBe 7, die in der NShe der vier Ecken 6b der 
Halterung 2 ausgebildet sind, sind mit der Elektrode 4 
in Kontakt, um die Halterung 2 in Position zu bringen, 
um hierdurch eine schiefe Befestigung der Halterung 2 
auf der Elektrode 4 zu verhindera. Zusatzlich wird der 
Hauptlcorper 6 mittels der Fiifie 7 mit einer im wesent- 
lichen gleichfdrmigen Dicke des Ldtzinns 9 zwischen 
der Elektrode 4 und der Halterung 2 von der Elektrode 
4 weggehalten und im wesentlichen parallel zu dieser 

10 gehalten. 

2. Die Halterung 2 kann mittels des Lotzinns 9, das in 
die Eindellung 14 zwischen den FuBen 7 und in den 
sich erweitemden Beireich 13 zwischen der Elektrode 4 
und der gendgten Oberflache 8 der Halterung 2 einge- 

15 fiillt wird, fest auf der Elektrode 4 befestigt w^den. 

3. Die AuBenflache des Ldtzinns 9 weist die Form ei- 
nes umgekehrten TVichtCTS auf, der zur Elektrode 4 hin 
divergiert, dcrcn Obcrflachcnbcrdch gcringfugig grd- 
Ber als eine ebene Flache des Hauptkorpers 6 ist, um 

20 eine ausreichende VerbindungsflSche mit dem Ldtzinn 
9 zu schaffen. 

4. Eine zusatzliche Verbindungsflache wird ferner 
durch einen Teil des Schaltungsleiters 5 geschafifen, 
uber den das Ldtzinn 9 verteilt wird. 

25 5. Eine Melzahl der voneinander getiermten FuBe 7 
schafft eine stabile Befestigung der Halterung 2, um ei- 
nen schragen Zustand der Haltemng 2 zu vermeiden. 

6. Gas, das im Lotzinn 9 erzeugt wird, wird durch die 
Eindellung 14 hindurch aus dem Ldtzinn 9 freigege- 

30 ben, uin den EinschluB von Blasen zu veiiiindem, die 
durch Verdampfiing von FlieBmittel gebildet werden, 
die in der Lotpaste zur Verbesserung der Verbindungs- 
festigkeit enthaiten ist. 

7. Ein Abblattero oder ein Losen der Halterung 2 von 
35 der Elektrode 4 karin vermieden werden, wenn die 

Halbleitervorrichtung unter sich stadc verandemden 
Umgebungstemperaturen verwendet wird. 

8. Die sich ergebende Halbleitervorrichtung karm auf 
effekdve Weise wahrend ein^ langen Dauer gute elek- 

40 trische Eigenschaften bewahren und den Produktions- 
ertrag verbessem. 

Die !F1g» 5 bis 7 zeigen eine zweite Ausfiihrungsform der 
Erfindung mit der Halterung 11, welche als langliche Vor- 
45 spriinge ausgebildete FiiBe 12 aufweist In den F^. 5 bis 7 
werden gleichen Teilen dieselben Bezugszeichen wie denje- 
. nigra in den Fig. 1 bis 4 veiliehen. Jeder der FQBe 12 hat ei- 
nen V-fbrmigen Querschnitt, und zwei Reihen der FOBe 12 
sind voneinander irmerhalb zweier gegeniiberliegender Sei- 
50 tenwande getrennt. Es ist offensichtlich, daB die zweite Aus- 
fuhrungsform ahnliche ^^^rkungen zu denjenigen der vor- 
hergehenden Ausftihrungsform hat. 

Die vorstehendra Ausfiihrungsformen der Erfindung 
kdnnen im Hinblick auf tatsachliche Anforderungen veran- 
55 dert werden. Beispielsweise kdnnen die FiiBe 7 einen recht- 
winkeligen Querschnia aufweisen, obwohl ein gerundeter 
Querschnitt der FUfie 7 besser ist, um das Abgeben von Bla- 
sen im Ldtzinn 9 zu fbrdem. Auch kdnnen die Fiifie 7 einen 
rechtwinkeiigen oder U-fbrmigen Querschnitt haben. Der 
60 Hauptkdrper 6 kaim scheibenformig sein. Zusatzliche 
Schaltungsleiter kdnnra auf der Schaltplatte 1 vorgesehen 
sein, um eine Verbindung zur Elektrode 4 zu schaffen, die 
eine aus verschiedenen Formen ausgewahlte Form haben 
kann. Der Schaltungsleiters kann, falls ^ord^lich, wegge- 
6S lasscn werden. 
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Paientanspriiche 

1. Halbleitervorrichtung mit einem Trager, einer Hal- 
tening, die auf dem TVSger nriUels eines Txitmetalls be- 
festigt ist, wobei: S 
die Halterung nut wenigstens einer geoeigten Oberfla- 
che versehen ist, die am Umfang ausgebildet ist, der 
zum Trager hin gerichtet ist, sowie mit einer Mehrzahl 
von FUBen, die innerhalb der geneigien Oberflache aus- 
gebildet sind, um wenigstens eine Eindellung zwischen 10 . 
den FUBen zu bilden; 

die geneigte Oberflache yom Imager weg diveigi^ 
die FuBe mit dem DrBger in Kontaia sind; 
das L5tmetall sicb in einem Zwischenraum befindet, 
der zwischen dem TVSgo- und der Halterung ausgebil* 15 
det ist, wobei der Zwischenraum die Eindellung und ei- 
nen sich erweitemden Bereich zwischen dem TVSger 
und der gcncigtcn Obcrflachc dor Halterung umfaBt. 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
Halterung eine im wesentlichen rechtwinkelige Form 20 
aufweist, um vier geneigte Oberflachen zu bilden, wo- 
bei die FiiBe die Eindellung bilden, die sich von jeder 
geneigten Oberflache nach innen erstreckt 

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 
FQfie als voneinander getrennte Saulen ausgebildet 2S 
sind, die fiber die Halterung vorstehen. 

4. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die 

FiiBe als langliche, sich iiber die Halterung hinaus er- . 
stieckende Vorspriinge ausgebildet sind. 

5. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der 30 
Trager eine Schaltplatte umfaBt, auf der wenigstens 
eine Elektrode und ein Schaltungsleiter ausgebildet 
sind, um eine elektrische Verbindung zu schafifen. 

6. Verfahren zum Herstellen einer Halbl^tervorrich- 
tung, welches die Schritte umfafit: 35 
Beieitstellen einer Halterung, die mit einer Melzahl 
von integral gebildeten FOBen und wenigstens einer am 
Umfang ausgebildeten geneigte OberflSche vers^en 
ist; 

Stapeln einer adhasiven Lotpaste, der Halterung, einer 4p 
adhasi ven Lotpaste und eines Halbleiterchips der Reihe 
nach auf einer auf einem IVager angeordneten Elek- 
trode, um eine Unterbaugru|^ zu schafiTen; und 
Erwarmen der Untertsaugruppe, um die Lotpasten er- . 
neut zu schmelzen, und anschlieBend KCihlen derselben 45 
zum vollstSndigen Fixieren, um die Halterung und den 
Halbleiteichip auf dem Tr^ef gleichzeidg zu befesd- 
gen. 

7. Vofabien nach Anspruch 6, wobei das im Lotmetall 
erzeugte Gas wahrend des Erwarmungsvoigangs durch 50 
wenigstens eine zwischen den FuBen geformte Eindel- 
lung und die geneigte Oberflache hindurcb aus dem 
Lotmetall freigegeben wird, wodurch der Einschlufi 
von Blasen yerfiindert wird. 

— 55 
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